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１．概要（Summary） 

グラフェンは炭素原子一個分の厚みしか持たない二次

元物質であり、優れた化学的・物理的性質を有する。しか

し、現実にはグラフェン単独で存在できず、支持基板が必

要となる。支持基板として最も広く用いられているのは熱

酸化シリコン（SiO2）であるが、表面の荷電不純物・凹凸・

格子振動によりグラフェン本来のキャリア輸送特性は制限

されてしまう。近年、利用者らは名古屋大学理学研究科

にて独自に開発された分子をグラフェン上に塗布すること

により、荷電不純物などの影響を低減できることを見出し

た。(1) 

利用者らはグラフェンを含むナノカーボン物質の物性

に関する研究を進めているが、特にその電子輸送特性を

調べる際に、微細加工技術を用いた微小電極の作製が

必要となる。そこで、京都大学微細加工PFの設備を利用

して微細加工を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速高精度電子ビーム描画装置（エリオニクス , 

ELS-F125HS） 

【実験方法】 

自機関にてグラフェンを SiO2 基板上へと剥離付着し、

電子線レジスト塗布などの試料作製準備を行った。次に

京都大学微細加工 PF にて、予め準備したグラフェン試

料に、電子線リソグラフィーにより電極パターンを描画した。

その後、自機関へと試料を持ち帰り、電極蒸着（Cr: 3 nm, 

Au: 60 nm）および分子塗布を行い、電子輸送特性の評

価を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製したグラフェン電界効果トランジスタ（FET）を Fig. 

1 に示す。グラフェン FET の電子輸送特性はバックゲー

ト電圧を掃引することにより調べられるが、作製直後のグ

ラフェン FET はいずれも電荷中性点が大きく正方向へと

ずれており、意図せず p 型にドーピングされていた。その

後、作製したグラフェン FET 上に分子を塗布すると、過

剰なp型ドーピングが低減され、さらに電子および正孔の

移動度が上昇することが明らかになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・ERATO（JST） 伊丹分子ナノカーボンプロジェクト 
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Fig. 1 Optical microscopy image of a 

graphene-based field effect transistor. 

 


